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発し，アンドープ a -Si 系合金材料の深い局在準位の濃度，エネルギー位置ならびにキャリア捕獲特性ついて系統的
研究を行う。その結果， a -Si : H 中の深い局在準位には 2種類の欠陥準位が存在し，それらが光劣化現象と深くかか




















アモルファスシリコン (a -Si) 系合金材料は，将来のクリーンエネルギーとして期待されている太陽光発電の実用
化の鍵技術である太陽電池の低コスト化プロジェクトのチャンピオン材料として，その高品質・高信頼性化を巡る基礎





さらに，この手法を様々な a -Si 系合金材料に適用して，その結果から a -SixGel -x 合金材料においてダングリ











最後に，本研究で得られた物性パラメータを基礎にして， a -Si 太陽電池のデバイスモデリングを行い a -SiGe を
用いた単 p-i-n 構造および a-Si/a -SiGe ダンデム構造において期待される現実的変換効率と対応する a-SiGi 
合金材料の組成あるいは禁止帯幅を示した。
以上，本研究で開発された局在準位およびキャリア移動度評価法と，それによる新しい知見は，実用化太陽電池を目
指した a -Si 系合金材料の高品質・高信頼性化に貢献するところが多大で，本論文は博士(工学)論文として価値あ
るものと五忍める。
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